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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成21年3月26日(2009.3.26)

【公開番号】特開2007-234822(P2007-234822A)
【公開日】平成19年9月13日(2007.9.13)
【年通号数】公開・登録公報2007-035
【出願番号】特願2006-53804(P2006-53804)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５３１Ａ
   Ｇ０３Ｆ   7/20    ５２１　
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５１７　

【手続補正書】
【提出日】平成21年2月10日(2009.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャッピング層を有する光学素子が配置された容器を備えていて、前記光学素子を使っ
て基板を露光する露光装置であって、
　前記キャッピング層を補修するための材料を前記容器内に供給する供給部と、
　前記光学素子に電磁波を提供する提供部と、
　を備え、前記電磁波によって前記材料に光化学反応を起こさせることにより前記キャッ
ピング層上に層を成長させて前記キャッピング層を補修することを特徴とする露光装置。
【請求項２】
　基板を露光する露光モードと、前記キャッピング層を補修する補修モードとを有し、前
記補修モードにおいて、前記供給部が前記容器内に前記材料を供給するとともに前記提供
部が前記光学素子に電磁波を提供することを特徴とする請求項１に記載の露光装置。
【請求項３】
　前記提供部は、前記光学素子に電磁波を照射する際の照射条件を調整する照射条件調整
部を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の露光装置。
【請求項４】
　前記照射条件は、前記電磁波の波長、照射強度、照射領域の少なくとも１つに関するこ
とを特徴とする請求項３に記載の露光装置。
【請求項５】
　前記供給部は、前記材料が前記光学素子に供給される際の供給条件を調整する供給条件
調整部を含むことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の露光装置。
【請求項６】
　前記供給条件は、前記供給部から前記容器内に供給される前記材料が前記光学素子に供
給される位置及び領域並びに前記材料の種類及び量の少なくとも１つに関することを特徴
とする請求項５に記載の露光装置。
【請求項７】
　前記キャッピング層の状態を計測する計測部と、
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　前記計測部による計測結果に基づいて前記キャッピング層の補修のための動作を制御す
る制御部と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の露光装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記計測部による計測結果に基づいて前記キャッピング層の補修条件を
決定することを特徴とする請求項７に記載の露光装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記計測部による計測結果に基づいて前記キャッピング層の補修の完了
を判断することを特徴とする請求項７又は８に記載の露光装置。
【請求項１０】
　前記電磁波は、基板を露光するための露光光を発生する光源が発生する光であることを
特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の露光装置。
【請求項１１】
　前記計測部は、計測光を使って前記キャッピング層の状態を計測するように構成され、
　前記電磁波及び前記計測光は、基板を露光するための露光光を発生する光源が発生する
光であることを特徴とする請求項８又は９に記載の露光装置。
【請求項１２】
　前記光源は、ＥＵＶ光源であることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の露光装置
。
【請求項１３】
　前記ＥＵＶ光源は、波長が１１ｎｍ以上かつ１５ｎｍ以下の範囲内の光を発生すること
を特徴とする請求項１２に記載の露光装置。
【請求項１４】
　前記キャッピング層が炭素で構成されていることを特徴とする請求項１乃至１３のいず
れか１項に記載の露光装置。
【請求項１５】
　前記材料が炭素を含む物質であることを特徴とする請求項１４に記載の露光装置。
【請求項１６】
　前記容器内における前記炭素を含む物質のガス分圧が１．５×１０－８Ｐａ以上かつ１
．０×１０－２Ｐａ以下の範囲内に制御されることを特徴とする請求項１５に記載の露光
装置。
【請求項１７】
　キャッピング層を有する光学素子が配置された容器を備える露光装置の制御方法であっ
て、
　前記光学素子を使って基板を露光する露光工程と、
　前記キャッピング層を補修するための材料を前記容器内に供給するとともに、前記光学
素子に電磁波を提供し、前記電磁波によって前記材料に光化学反応を起こさせることによ
り前記キャッピング層上に層を成長させて前記キャッピング層を補修する補修工程と、
　を含むことを特徴とする露光装置の制御方法。
【請求項１８】
　デバイス製造方法であって、
　請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の露光装置を用いて基板を露光する露光工程と
、
　前記基板を現像する現像工程と、
　を含むことを特徴とするデバイス製造方法。
【請求項１９】
　デバイス製造方法であって、
　キャッピング層を有する光学素子が配置された容器を備えていて、前記光学素子を使っ
て基板を露光する露光装置によって基板を露光する露光工程と、
　前記基板を現像する現像工程と、
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　前記キャッピング層を補修するための材料を前記容器内に供給するとともに、前記光学
素子に電磁波を提供し、前記電磁波によって前記材料に光化学反応を起こさせることによ
り前記キャッピング層上に層を成長させて前記キャッピング層を補修する補修工程と、
　を含むことを特徴とするデバイス製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の好適な実施形態によれば、前記供給部は、前記材料が前記光学素子に供給され
る際の供給条件を調整する供給条件調整部を含むことが好ましい。前記供給条件は、例え
ば、前記供給部から前記容器内に供給される前記材料が前記光学素子に供給される位置及
び領域並びに前記材料の種類及び量の少なくとも１つに関する。
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